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はじめに 
SiC 表面熱分解によって成長するグラフェンには必ずバッファ層(6√3 構造)が形成し、電子ドープなどグラフェンに物性変

調を与える要因となっている。その影響の排除などを目的として水素や酸素、窒素などの原子をインターカレートする研究が

行われている[1, 2, 3]。また、グラフェンへの周期ポテンシャルの付与によりフェルミ速度に異方性が現れることなどが理論的
に報告されており[4]、新たな界面層の形成は電子物性の観点からも興味深い。 

我々は、C2H4添加 Arガス雰囲気を用いてグラフェン成長を行い、比較的低温(1400℃程度)において高温熱分解と同等のバ
ッファ層(6√3構造)が形成することを確認した。さらに成長を続けると、高温熱分解とは異なりバッファ層/グラフェン界面へ

SiCに対して(3x3)周期を有する新たな界面層が形成することを確認した。本報告では新界面構造の形成過程および、グラフェ

ンの電子状態の観察結果について報告する。 
実験方法 
コールドウォール赤外線加熱炉を用い、成長用基板として 6H-SiC(0001)面 on-axis基板を用いた。初めに高温水素ガスエッ

チング(1400℃-15分)を行い SiC表面の平坦化を行った。引き続き、水素ガス雰囲気中で 500℃まで温度を下げ、Arガスへの
置換を行った。その後、Ar雰囲気中で成長温度まで加熱し、成長温度到達後にC2H4ガスを約10ppm添加してグラフェン成長

を行った。 
実験結果 
C2H4/Arガス雰囲気中において(a)1400℃-15分、(b)1400℃-20分、(c)1400℃-10分・1300℃-30分間成長したサンプルについ

ての結果を示す。図1にLEED観察結果を示す。成長時間の増加とともに、バッファ層起因の回折強度が減少し、グラフェン
の回折強度が増加する様子が観察された。さらに界面構造に起因する(3x3)構造の回折も成長時間の増加により鮮明に現れた。

図2には(c)サンプルを角度分解光電子分光(ARPES)によって観察したグラフェンのK点付近のエネルギー分散図を示す。直線

的なスペクトルが観察され、ディラック点が観察できないことからp-typeのドーピングが生じていることが示された。スペク
トルの直線近似(図中の赤点線)から概算したディラック点はフェルミエネルギーより 0.4eV ほど上方にある。これは van der 

pauw法によって計測したキャリアタイプおよびキャリア密度と定性的に一致している。また、SiC上のグラフェン[5](黒点線)
に比べてフェルミ速度が大きくなっていた。 
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	 	 図１. グラフェン成長後の LEED像 

	 	 図 2. (c)サンプルのARPES観察結果 
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